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Titel der Erfindung

Lageraktivierung von dielektrischen Oberfléchen zur
partiellen chemigchreduktiven lMetallabscheidung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Das Verfahren bezieht sich auf die partielle Aktivierung von
dielektrischeh Oberflichen durch Laserstrahlen zum nachfol=-
genden additiven chemischreduktiven und gegebenenfalls gal-
vanischen Abscheiden von Schichten oder Schichtsystemen.

Charakteristik der bekannten technischen LOsungen

Neben der Subiraktivtechnik sind Additivverfahrenunter Nut-
zung von Laserstrahlen und chemischen Abscheidungsverfahren
bekannt. So wird fiir die Aktivierung im Fotoeinbrennverfah-
ren (DDR=Patent 153 950) eine Fotoemulsion verwendet, aus
der katalytisch wirkende Keime durch Lasersirahlen frelge=
setzt und in einem Einbrennprozef die Resgte der Fotoemulsion
ausgebrannt und die Keime auf der Oberfldche fixiert werden.
 Der Proze8 ist aufwendig. So muB die Fotoemulsion definierte
KeimgroBen enthalten, ihre Viskositdt durch hohe Temperatur-
konstanz eingehalten werden, Dunkelkammer und Edelmetallkei-
me gsind notwendig. ’

Ans Oberflichenfilmen chemischreduktiver Bdder werden auf
aktivierten Oberflichen durch Lagerstrahlen Metallstrukturen
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abgeschieden (DDR-Patent 1 579 89). Die vorhergehende Akti-
vierung der Oberfliche mit Edelmetallkeimen aus Ldsungen in
einem zweistufigen ProzeB kann zur Verschleppung von Keimen
in die chemischreduktiven Bider und demit zu Instabilitdfen
fiihren. Auferdem ist eine weitere Metallisierung der durch
Laser erzeugten Metallstrukturen in chemischreduktiven Bé=-
dern zur VergroBerung der Schichtdicke oder der Erzeugung
von Schichtsystemen aus mehreren Metallschichten nicht mOg-
lich, da dann eine Gesamtgrundmetalligierung der aktivierten
Oberfliche erfolgt. |

Bei der zwelstufigen Aktivierung werden Laserstrahlen zur
Sengibilisierung im Prozef der chemischreduktiven Abschei-
dung genutzt (DDR~Patent 200 968). Die zur Keimbildung die=-
nenden Metallionen bedecken die gesamte Oberfliche. Es be=
gteht die Gefahr, daB sie an nicht reduktionsféhigen Stellen
chemisorbiert und in den nachfolgenden chemischen Metalli-
sierungsbi&dern vom vorhandenen Reduktionsmittel noch zu Kei-
men reduziert werden. Das kann zur ketallabscheidung an
nicht erwilnschten Stellen der Oberfliche (Wildabscheldung)
fiihren.

Bekannt ist, daB eine vorher nicht aktivierte Oberfliche,
die mit eilnem Badfliigssigkeitsfilm eines chemigchreduktiven
Bades bedeckt ist, durch einen auftreffenden Laserstrahl ge-
eigneter Wgllenlidnge aktiviert und damit gleichzeitig die
Metallabscheidung aus dem chemischreduktiven Badfilm einge-
leitet wird. Diese Metallstruktur kann im gleichen oder
einem anderen chemischreduktiven oder gegebenenfalls galva=-
nischen Bad weitermetallisiert werden. Durch die Gewdhrlei-
stung eines stdndigen Fliissigkeitsfilmes aus einem chemisch-
reduktiven Bad auf der Oberflache entstehen Schwierigkeiten
in der ProzeBfilhrung, besonders bel der Justierung des La=-
sers bel kleinen Strukturen. |

Bekannt igt ebenfalls, dal eine Metallsuspension mit einem
organigchen Bindemittel auf die gereinigte Oberfléche aufge-
bracht wird und nach einem Antrocknen bei Zimmertemperatur
die Oberfldche einem programmierten Laserstrahl mit der
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lMetallsuspension und dem Substrat angepaBten Parametern
anggesetzt wird. Dabei entstehen an den vom Laserstrahl be-
handelten Oberfldchenteilen Metallkeime, die im Substrat
durch den Laser mit hoher Haftfestigkeit fixiert sind. Der
Rest des Metallpulvers auf den nicht vom Laserstrahl behan-
delten Stellen muf jedoch in einem aufwendigen Waschprozef
wieder von der Oberfliche entfernt werden, bevor eine Vei=-
termetallisierung der mit dem Laser entstandenen Metall=-
strukturen moglich ist. Bel nicht gquantitativer Entfernung
des Metallpulvers von der Oberfliche kann eine Verunreini-
gung in den nachfolgenden chemischreduktiven Bddern erfol-
gen, die zur Zersetzung filhren kann.

Ziel der Erfindung

Die Erfindung hat die Aufgabe, ein Additive-lMetallisierungs-
verfahren zur partiellen Abscheidung von Metallstrukturen
auf dielektrischen Oberflichen zu schaffen, wobel der Prozef
technologisch einfach gestaltet ist, eine Verschleppung von
lletallkeimen in nachfolgende chemischreduktive Bdder vermie-
den und keine vorherige Aktivierung der gesamten Oberfldche
mit Metallen oder Metallionen erfolgt, wasg zur Wildabschei-
dung an nicht erwiinschten Stellen filhren kann.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Ausgangspunk?t ist, daB eine partielle Metallabscheidung auf
nichtaktivierten dielektrischen Oberfldchen durch gleichzei-
tige partielle Aktivierung der Oberflidche und Abscheidung der
Metallgtruktur aus der die Oberflache bedeckenden Badfliissig-
keit durch einen Laserstrahl geeigneter Wellenlinge Schwie-
rigkeiten in der ProzeSfiihrung ergibt, besonders durch die
notwendige Konstanz in der Badfilmdicke.

ErfindungsgemdB wird das dadurch gel®st, daB zundchst die
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dielektrische Oberfliche partiell durch einen Laserstrahl
geeigneter Wellenlénge, Leistung und Impulsform, =—dauer und
~folgefrequenz aktiviert wird. Dabei wird das chemische Po-
tential der mit dem Laserstrahl behandelten Oberfliche er=
héht. Eg ist an den bestrahlten Stellen eine katalytische
Aktivitdt fur die chemischreduktive'Abscheiduhg zu verzelche
nen, so daB in nachfolgenden geeigneten chemischreduktiven
Metallisierungsbddern an diegen Stellen partiell eine che-
migchreduktive Metallabscheidung eingeleitet wird. Die lie-
tallabscheidung erfolgt bis zur gewiinschten Schichtdicke.
Wachfolgend kann ein Schichtsystem gegebenenfalls unter Nut-
zung galvanischer Béder aufgebaut werden. - '

Ausfﬁhrungsbeispiel

Ein gereinigtes Substrat aus einer Xondensatorkeramik N 750

bzw. N 150 wird durch einen Nd-YAG-Laser mit einer mittleren
Leistung von 3,6 W, einer Impulsfolgefrequenz von 15 Hz par-
tiell mit einer xy~Koordinatentischgeschwindigkeit von

30 mm/s bestrahlt. Die ligdenblende besitzt einen Durchmeg-

ser von 1,52 mm, die Brennweite der Linse betrdgt 75 mm.

Bei der Bestrahlung entsteht auf der Oberfldche eine akti-
vierte Spur von BO/um Spurbrelte.

Diege aktivierte Spur wird in einem chemlschreduktlven Nike
kelbad (z. B. nach DDR=-Patent 157 773) mit der gewiinschten
Schichtdicke von 2/um Ni,{Py beschichtet.



Zrfindungsanspruch

1. Laseraktivierung von dielektrischen Oberfldchen zur parw-
tiellen chemisgchreduktiven Letallabscheidung, dadurch ge=-
kennzeichnet, daf die partielle Aktivierung durch einen
partiell auf die Oberfliche suftreffenden Laserstrahl
erfolgt, der eine Veridnderung des chemischen Potentials
der Oberfldche und eine fiir die nachfolgende in einem
zwelten Prozel stattfindende chemischreduktive Metallab=
scheidung notwendige katalytische Aktivitdat erzielt.
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